Uloha ¢. 2B : Naboj ridici elektrody MOSFET a IGBT
Jan Roub

1) Datum méreni: 21.4. 2011

2) Ukol méfeni:

Zmérte zavislost velikosti naboje ridici elektrody tranzistoru MOSFET a IGBT na trovni
budiciho signalu.

3) Schéma pracovisté:
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4) Tabulky namérenych a vypoctenych hodnot:

MOSFET

Uy [V] Us[V] Méf¥itko [ns] Q[nC]
6.5 6.5 100 13
10.3 10.3 100 20.6
12.8 12.8 100 25.6
15.9 15.9 100 31.8

IGBT

Uy [V] Ug[V] MéFitko [ns] Q[nC]
6.5 7.8 40 4
10.3 10.6 20 5.2
12.8 12.7 40 8.8

5) Zavér: Zmérili jsme zavislost velikost naboje Fidici elektrody na velikosti budiciho
napéti. Z tabulkova hodnota naboje u MOSFETu je 35 nC, coZ jsme mérenim dokazali.
Zjistili jsme také, Ze naboj u MOSFETu ma vyssi hodnoty nez u IGBT.



